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MEMORIA DESCRIPTIVA 

para s o lic ita r

P A T E N T E D E I N V E N C I 0 N

en

E S P A Ñ A

por VEINTE s.ucs,

a nombre do I 3TV.EATI0NAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, 

entidad norteamericana, establecida en 67, Broed Street, Nueva 

York, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por:

"UN METODO DE PREPARAR UN RECTIFICADOR DE fEIENIO 

"CUYA SUPERFICIE UB EXPONE A VAHOS DE ACIDO 

"SULFURICO".

La presente invención se relaciona eon rectificad ores 

de selanio y más particularmente con un método perfeccionado de
e

producción y construcción de loe elementos pare dichos r e c t i f i ­

cadores.

Tal^s elementes comprendan una lÓmina de base c electro* 

do posterior, que lle v a  una delgadísima capa de selenic rfcubier­

ta  por e l centraelectrodc, atribuyéndose el efecto rectificad or



generalmente a la  presencia, de une cepa de bloqueo c de berrera 

en la  superficie del selenio contigua al contrasLeetrodo. Para 

que resu lte  sa tis fa c to rio  desde el punto de v ista  comercial, ee 

menester que el elemento ofrezca adecuada conductibilidad hacia 

5 adelante y muy poca en e l sentido contrario.

El objete general de la  invención es mejorar la  efec­

tividad da la  cepa de bloqueo y en p articu lar reducir la  conducti­

bilid ad  contraria sin afectar sensiblemente la  conveniente. Lo­

gramos esto  exponiendo la  superficie de selenio, con an teriori- 

10 dad a le aplicación del contraelectrodo, a vahos del tip o  de los 

que ss presentan sobre e l Acido su lfú rico  concentrado y ca lien te. 

No se ha llegado a comprender por completo 18 acción o reacción 

p recisa , pero, por lo  que parece, incluye una reacción entre e l

selenio y e l trióxido de azufre presente en ios vahos. Además, 
y
* 15 a causa de la  presencia de c i*rte  cantidad, de agua, fórmense en

la  superficie de la capa de selenio ciertas proporciones de se le­

nio y bióxido de selenio nacientes. La operación se regula a f in  

da impedir que la  delgadísima capa de selenio  sea atacada en for­

ma excesiva por los compuestos de azufre.

20 En la  forma preferida de re a liza r  el invento, la lámi­

na de base o electrodo posterior ee r e v is te  de selenio como de 

costumbre y ee calienta pera darla a éste le forme c r is ta lin a  

aptecedide. El disco colócase luego sobre ácido su lfú rico  con­

centrado y ca lien te, en cámara cerrada, por espacio de tiempo su- 

25 f ic ie n te  para conseguir la  máxima mejoría de las o a ra cterísti-  

% cas de re c tifica c ió n  sin dañar la  cape de selenio. El periodo

óptimo de la  exposición variará según le concentración deL ácido, 

la  temperatura a que éste se ca lien te, la proporción de vapor de
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agua y otros elementos presentes, e l estado de la  capa de pe­

íanlo y otros factores; pero es fá c i l  determinar cual será el me­

jo r periodo de exposición en cualesquiera condiciones dadas.

En general, resultan eficaces periodos de exposición de 5 a 3O 

segundos.

Tan to la  concentración como la  composición precisa de 

loe vahos varían eegdn la  concentración del ácido eulfdrico y la  

temperatura a que áste se ca lien te . Con ácido sulfdrlco cuya 

concentración sea de 97 por ejemplo, debe emplearse tempera­

tura, de por lo bajo 230  ̂ C., a l paso que, s i  la  concentración 

lleg a  a 99 %, o pasa de este valor, e l procedimiento dará re­

sultado oon temperaturaá de 2C0 ° C y superiores. Ahora bien, 

es p referib le  emplear temperaturas bastante alegadas a fin  de 

conseguir mayor concentración de loe vahos. En general, la  

concentración del ácido debe s e r  de 95 % o superior, siendo sa­

t is fa c to r io  el ácido sulfdrico comercial que despide vahos, ha­

biendo resultado e fica z , con ta l  ácido, una temperatura de apro­

ximadamente 200  ̂ C. Los vahos sobre el ácido necesariamente con­

tendrán vapor de agua, pero hemos descubierto que e l  procedimien­

to dará mejor resultado si la  humedad re la tiv a  no pasa de 50

Después del tratamiento con los vahos, se  aplica el 

contraelectrodo en la  forma usual y el elemento se electrofcrma 

y  se somete a todo otro tratamiento deseado como de costumbre.

El re fe r id o  tratamiento produce una su perficie  de se le- 

nio de carácter d istin tivo , que ofrece conductibilidad hacia ade­

lante comparable a la  de los elementos rectificad ores de eelenio 

sim ilares y conductibilidad contraria sensiblemente in ferio r. 

Además, e l procedimiento suprime la  necesidad de emplear tempe-
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raturas elevadas para someter le  superficie de selenio a tratap 

miento después de lograda la  crista liza ció n , como le s  empleadas 

con otros procedimientos de asta  índole.

Sí bien hemos descrito la  forme preferida de rea liza r  

la  invención, se comprenderá que se pueden conseguir iguales re­

sultados variando el procedimiento, sin por e llo  extralim itarse  

del alcance de la  invención segdn expuesto en las reivin d icacio­

nes. Por ejemplo: los vahos eficaces cus se presenten sobre el 

ácido su lfd ricc  pueden procuoirse de otro modo*

Debido a la  extrema delgadez de la caps de selenio  y la 

proporcionalmente menor profundidad de 3a zona afectada por e l 

procedimiento, mo es posible describir en forma directa la natu­

raleza  exacta de la  superficie sometida a tratamiento, no obstan­

te  ser d istin tiv a , lo  cual no quiere decir que deje  éLe ser ca­

ra c te r ís tic a  de las superficies de selen io  sometidas a tratamien­

to  con arreglo al método descrito.

DI elemento de selenio producido por e l  método de la  

presente invención lo  presentamos en e l  dibujo, que en forma dia- 

gramétioa enseña sección transversal de un disco de r e c t i f ic a ­

dor que incluye e l electrodo posterior de costumbre (10), de 

hierro o aluminio, dotado de delgado revestimiento de selenio 

(11) con superficie ahumada (12) sometida a tratamiento para for­

mar ana cape de bloquee y recubierta por el contreeleotrodo (&3), 

que puede ser de metal de Y'ccd c- sim ilar.

Rata so lic itu d , que corresponde a la  presentada en 

los Estados unidos de América, el 16 de ju lio  de 1943, bajo e l 

ndmero 495*C22, se acoge a los beneficios d el a rtíc u lo  51 del v i­

gente Estatuto de Propiedad in d u stria l.
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Loe puntos de invención propia y nueva que se presen­

tan pana que aran objeto de -s tr  latente ce invención en España 

por VEINTE años, son loe siguientes:

is -  un método de preparar loe elementos rectificad o ­

res de selenio que lleven une cepa de selen io  montada en une lá ­

mina de base, que comprenda el exponer le  superficie de le  capa 

de selenio a vahos del tip o  de aquellos que se presentan inmedia­

tamente sobre ácido su lfúrico concentrado y calien te, aplicar un 

contraáLectrodo a la  superficie asi ahumada y electroformar e l 

elemento.

23 - Un método conforme a lo  expuesto en la  reivindica­

ción is* , según e l cual la  superficie ¿e selen io  se exponga a los 

vahos sobre ácido su lfúrico  concentrado y ca lien te.

is - On método conforme a lo  expuesto en la  reivindica­

ción 1 . ,  según e l cual la  superficie de selenio se exponga a los 

vahos sobre ácido sulfúrico concentrado y ca lien te  cuya concentra­

ción no fea in ferio r  e 95 7°..

4 * - Un método conforme a lo  expuesto en la  reivindica­

ción 1, según e l cual la  superficie de selen io  se exponga a los 

vahos por espacio de 5 a 3O segundos.

5S - ¡j.R método de preparar loe elementos rectificad o ­

res de selenio que lleven una cape de selenio montada en una lá ­

mina de base, que comprende el haoer que la  superficie de la  ca­

pa de selenio reaccione con trióxido de azufre^ ap licar un oon- 

traelectrodo a le superficie sometida a reacción y electroformar



e l elemento.

63 -  Un método, pegón la  reivindicación 1 . ,  cue incluye 

un elemento rectificad o r de selenic que comprenda un electrodo 

posterior, un electrod anterior y entre los electrodos una oa-

5 pa de selenio con superficie de la clase producida por exposición 

a loa vahos despedidos por ácido su lfúrico  concentrado y o alien­

te , siendo la  conductibilidad de dicho elemento hacia adelante 

sensiblemente mayor y siendo su conductibilidad contraria esen­

cialmente tan poca como la de elementos normales sim ilares.

10 7B -  hn método de preparar un rectifica d o r de selenio

cuya superficie se expone a vahos de ácido su lfú rico .

Tal y como se Ra descrito en la  Memoria que antecede, 

representado en e l dibujo que se acompañe y con loe fines que se 

han especificado.

15 Esta Memoria consta de seis hojas escritas por una sola

°srs* 1  ̂ 1944
Madrid,

F. A.
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